SAY 12 - SAY 16...5AY 18 - SAY20 - SAY73 A

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgehduse. Sie
eignen sich infolge ihrer geringen Sperrerholungs-
zeit (ns-Bereich) besonders fir den Einsatz als
schneller Schalter.

Lieferbar in Bauform L 2/13 oder Bauform B.

Bauform L 2/13
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SAY 73 nur Bauform L 2/13



Grenzwerte (Moximalwerte) bei $o == 45°C

SAY 12 SAY 16 SAY17 SAY18 SAY20 SAY73%)
DurchlaBstrom fFfmA 300 300 175 115 75 300
Spitzen- IFRM/mA 600 600 350 225 150 600
durchlaBstrom :
Sperrspannung Ug/V 50 30 50 25 15 50
Spitzensperr- Uram/V 75 35 60 35 20 75
spannung -
Richtstrom lo/mA 200 200 115 75 50 200
StoBstrom
te = 1ps; ,
Pause = 2 min) trsm/A 2 2 2 z 2 g
Gesamtveriust- Piot/mW 430 430 300 300 300 430
leistung .
Sperrschicht- HreC 175 175 150 150 150 175
temperatur
Warmewiderstand Ren K/mW 0.3 0.3 0,35 0,35 0,35 0,3
Betriebs- - 8a/°C min. —40
temperaturbereich . max. 100
Lagerungs- Pug/°C min ~50
temperaturbereich max 50

*} speziell fiir Rechentechnik, hohe Stabilitat der Durchldﬁspunnung

SAY 12

SAY16 SAY17 SAY18 SAY 20

SAY 73

Statische Kennwerte bei 9, =25°C
DurchlaBspannung
bal IFH 10 mA
Ip = 50 mA
g == 100 mA
I‘F = 200 mA
Sperrstram
bei Ug == 15V
Ug=20V
Up==25V
Ug =30V
Up==38V
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Dynamische Kennwerte bei §, = 25 °C

Gesamtkapaozitdt
bellUp == OV

i = 1 MHz
und Ugp = 50 mV

Cron/PF

Sperrerholungszelt by /i3 sS4

beim Scholten von tp = 10 mA ouf Ugpy= 6 V,

4

gemessen bel g = T mA



